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Г. И. СКАНАВИ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕТРАТИТАНАТА БАРИЯ 
И ДРУГИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ СИСТЕМЫ ТіО2—ВаО

(Представлено академиком С. И. Вавиловым 18 IX 1947)

Изучение диэлектрической проницаемости и рентгенограмм поли- 
кристаллических материалов системы ТЮ2 — ВаО в зависимости от 
соотношения между компонентами (рис. 1) показало, что эти мате­
риалы могут быть разбиты на следующие группы.
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Рис. 1. Зависимость диэлектрической 
проницаемости материалов системы 
ТіО2 — ВаО от содержания ВаСО3 в 
шихте при 20° С:/—/=50 гц, Е= 
=30 V/mm; 2—/=3 Мгц, £s2 V/mm

Первая группа — диэлектрики, 
близкие к уже изученному метати­
танату бария BaTiO3, исключитель­
ные свойства которого были откры­
ты Вулом и Гольдман (х), или содер­
жащие метатитанат бария в значи­
тельном количестве. Диэлектриче­
ская проницаемость этих материалов

Рис. 2. Зависимость г от темпера­
туры для материалов системы 
ТіО2 — ВаО при / = 50 гц и Е— 

=30 V/mm

при комнатной температуре и низ­
ком напряжении лежит в пределах 130—2000 и сильно зависит от тем­
пературы. При увеличении содержания ВаО температурная кривая г из 
плавно растущей превращается для области концентраций, близкой к 
метатитанату бария, в экстремальную с резким пиком и затем в мо 
нотонно падающую (рис. 2).
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Рис. 4

показывает, что кристаллическая структура тетоатитанатя
чается как от перовскита, так и от ру™ т е Отли’
бария является индивидуальным химическим тоединен^Г™1'^^ 
кристаллической структуры ^ческим соединением особой
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этих материалов имеет принципиально новый характер и, повидимому, 
близок к релаксационному. Рентгенограммы показывают, что струк­
тура диэлектриков этой группы близка к структуре рутила.

Четвертая группа—диэлектрики с высоким содержанием ВаО, явля­
ющиеся химически нестабильными веществами, разрушающиеся со 
временем. Диэлектрическая проницаемость их лежит в пределах ^10—30.

Эти основные положения, установленные впервые в 1945 г. (2), дали 
возможность развивать работу в нескольких направлениях. Изу­
чение диэлектрических потерь в тетратитанате бария и соот­
ветствующая технологическая обработка этого диэлектрика привели 
к созданию нового конденсаторного керамического материала (тетра- 
бара) с весьма малым ТКе (от 4-10 до Д-30-10-6), повышенной ди­
электрической проницаемостью (s = 28), с малым углом потерь при 
высоких частотах, мало зависящим от температуры, вплоть до высоких 
температур (рис. 3), не зависящим от частоты в довольно широком 
интервале частот (рис. 4), а также с высоким объемным сопротивлени­
ем (1015 Q см).

Уже по окончании нашей работы в США была опубликована 
статья (3), в которой описываются аналогичные свойства тетратитаната 
бария.

Физический институт им. П. Н. Лебедева Поступило
Академии Наук СССР 18 IX 1947
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